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OEM: Texas Instruments Transistor 2N2386 Datasheet

P-Kanal-Diffundierter-SILIZIUM-Planar-Feldeffekt-Transistor 2N2386

Fiir industrielle Kleinsignal-Anwendungen
Hoher Eingangswiderstand (>3 MQ bei 1 kHz)

* Mechanische Daten
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Der Kollekiar 41 mit dem Gebduse eslebiriich warbendes

* Absolute Grenzwerte

Gate-Strom 10 mA
Dauerverlustigistung bei (od. darunter) Ty = 256 °C (Bam. 1) 05 W
Dauerverlustieistung bei (od. darunter) Tg = 256 °C (Bem. 2) 1.58W
Lagerungs-Temperaturbereich —&65 °C bis 4200 °C
Bemerkungen:

1. Lineare Abnahme bis Ty = 175°C mit 3,3 mW/*C.
2. Lineare Abnahme bis Tg = 175 °C mit 10 mW/*C.

* JEDEC registriert.
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* Elektrische Kennwerte bel Ty = 25 °C (wenn nicht anders angegeben)

Parameter Prifbedingungen min  max Einh.
Uiemypao Drain-Gate- Ip = =10 pA, 1z =0 (Bem, 3) —20 v
Durchbruchspannung
lgss Gate-Sperrstrom Ugs =10V, Upg=10 0,01 ey
Ugs =10V, Ups=10, To = 100°C 1,0 A
Ipjott) Drain-Sparrstrom Upg = —12V,Ugg =8V —10 B
| Yi1s | Eingangsleitwert Ups = =10V, Ugs = 0, fe= 1 kHz 0,32 HS
| Yais]  Verwartssteilheit Ups = —10Y, Ugs = 0, f=1kHz 1000 uS
Ci1s Eingangskapazitat Ugs =10, Upg = =10V, f = 140 kHz 50 pF
Typische Kennwerte
Source-Drain-Kennwerte Typ. Verlaufdes Gate-Drain-KurzschluBstromes
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u"_ Draln-Source-Spannung — ¥ Prozanhasl garingame Andell als der der Ovdinade
Bemerkung:

3. Dieser Parameter stimmt eng mit Uisrypss Uberein (Drain-Source-Durchbruchspannung
fir Ugs = 0). UWpr)ypsv (Drain-Source-Durchbruchspannung fir andere Werte ven U
wird berechnet nach: |U[Bg}1}5v| = IU{nn]mn| - |UGB|

* JEDEC registriert.
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Typische Kennwerte

Gate-Sperrstrom als Funktion
der Umgebungstemperatur
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Typische Kennwerte T "L L Y
Eingangsleitwert als Funktion der Vorwirtssteilheit und Ausgangsleltwert
Fraquenz als Funktion des Drainstromes
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Drainstrom als Funktion des Dralnstromes bei Gate-Nullspannung
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Typische Anwendungswerte

Versthrker mit hochohmigem Eingang
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Frequenz Loing" . Rg 3 dB Bandbreite®
10 Hz ToMa 100 kR 1 Hz bis 200 kHz
100 Hz MM 1Ma 1 Hz bis 50 kHz
1 kHz 50 MR 10 MQ 1 Hz bis 8 kHz
10 kHz 10 MQ

Spannungs-Verstarkung einstellbar von 1 bis 20

* Tp = 25 °C. Mit Verstarkungspotentiometer auf Verstérkung von 10 einstellen.

Bermerkungen:
a) An Punkt ,A" auf 418 V einstellen.
b) Alle Widerstande +5% Toleranz, & W,
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